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(57) Abstract: The invention relates to a method for depositing compounds on a substrate by means of metalorganic chemical va- 
por deposition and a first mixture comprising at least one carrier gas and at least one organometallic compound as well as a second 
mixture comprising at least one carrier gas and at least one group V compound or group VI compound, both mixtures being sepa- 
rately fed into an MOCVD system. According to the invention, the first mixture comprising at least one carrier gas and at least one 
organometallic compound is directed into the system between the substrate and the second mixture comprising at least one carrier 
gas and at least one group V compound or group VI compound, which has the advantageous effect of creating no parasitic deposits 
on the walls of the MOCVD system. Hence, the deposition rates are increased compared with methods known in prior art. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Abscheidung von Verbindungen auf einem Substrat mittels me- 
tallorganischer Gasphasendeposition und einem ersten Gemisch aus mindestens einem Tragergas und mindestens einem Metallorga- 
nikum sowie einem zweiten Gemisch aus mindestens einem Tragergas und mindestens einer Gruppe V- oder Gruppe Vl-Verbindung, 
wobei beide Gemische separat in eine MOCVD-Anlage geleitet werden. Das erste Gemisch aus mindestens einem Tragergas und 
mindestens einem Metallorganikum wird erfindungsgemass zwischen dem Substrat und dem zweite Gemisch aus mindestens einem 
Tragergas und mindestens einer Gruppe Voder Gruppe Vl-Verbindung in die Anlage eingeleitet. Dadurch wird vorteilhaft bewirkt, 
dass keine parasitare Deposition an den Wanden der MOCVD-Anlage entstehen. Die Abscheidungsraten sind daher gegeniiber ver- 
fahren aus dem bisherigen Stand der Technik erhoht 



